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Abstract: This paper intr oduces a m icro capacit ive pr essure sensor fabr icated by Si- Si fusion bonding tech
nolo gy. T he main fabr ication process is g iv en. T he test ing equipm ent is int roduced and analyzed. Some tes
t ing ex periments are done for the produced capacit ive pressure m icro sensors. Through analysis o f the re
sults, it has been prov ed that this type of m icro sensor has obviously the effect of tem perature. In order to
achieve r elat ively hig h sensit iv ity and stability, the capacit ive pressure sensor should be calibrated.
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摘 要:主要介绍了利用硅–硅键合技术制作的微型电容式温度传感器的温度效应, 给出了详细的制作工艺. 文中对测试装
置进行了详细介绍和深入分析.最后对制作的传感器器件进行了测试,并对测试结果进行分析. 结果表明这种微传感器的温
度影响需要校正,否则影响传感器的的线性工作范围.
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键合.其中一个硅片 A 如图 2( a)!用于制作具有密
封腔体的传感器衬底, 利用离子反应刻蚀形成一个
具有一定深度的腔体, 再经过氧化在腔体表面形成
一层热氧化膜作为绝缘层. 另一个硅片 B 是利用





糙度大,影响键合成功率, 所以对 P + 膜的表面进行
CM P( chem ical mechanical po lishing ) . 两硅片在真
空条件下预键合后, 再进行高温键合.键合完成后用
KOH 深腐蚀将硅片 B腐蚀到 P
+
膜,再通过 ICP 干
刻蚀刻出硅片 A 上的电极. 最后进行金属溅射, 在
衬底和膜上做出金属电极.硅片 A 上的密封腔位于
硅膜片 B 的下方, 当膜片受到压力作用时发生变
形,随着压力的增大膜片与衬底的距离逐渐缩小, 直
到相互接触,根据 C= A / d 可知在这个过程中电容
的大小随着间距 d 和接触面积 A 而变化.
硅–硅键合压力传感器主要制作步骤如图 2.
主要制作过程如下: ∀ 取其中一个硅片 A, 清洗后
经过湿氧氧化 2 h,形成 8000 氧化膜;图 1( b) ; #
在氧化膜上涂光刻胶烘干后, 进行离子反应刻蚀形
成 2. 2 m 深的腔体;图 2( c) ; ∃ 清洗硅片 A, 经过
图 2 压力传感器的制作流程
干氧氧化 2 h,在腔体表面形成 1500 的热氧化膜
作为绝缘材料;图 2( d) ; %取另一个硅片 B, 做浓硼
扩散( 6 hj, 1125 & ) , 完成浓硼扩散后, 通过 CMP
( chem ical m echanical polishing)将 P + 膜表面抛光;
图 2( e) ; ∋清洗硅片 A 和 B,用 Kar l Suss键合机在
真空中进行两硅片的键合; 图 2( f ) ; (用 KOH 深腐
蚀将键合后位于上方的硅片 B腐蚀到 P + 膜; 图 2
( g ) ; )在 P+ 膜上涂光刻胶, 烘干后进行离子反应
刻蚀,刻蚀如图 1( h)位置上的 P
+
膜与氧化膜; 图 2
( h) ; ∗通过金属溅射制作衬底电极; 图 2( i) ; ∗完
成以上工作后切割晶片, 封装、焊线. 制作出的实物
如图 3所示, 图中 Diaphrag m 是压力感受膜, Co 是














传感器器件的结构尺寸 P+ 膜厚= 2 m, 直径
= 1. 0 m m, 腔体深度 = 2. 2 m, 绝缘层厚 =
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图 4 传感器的测试实验台
1 基座; 2气压表; 3 气压阀; 4测试接口; 5 加压腔; 6温控仪





测试温度从室温变化到 300 & ,每种情况分别测试 1
组数据,以保证实验的真实性和有效性.腔体条件为
大气环境的测试曲线分别如图 6( a) , 腔体条件真空
环境中的测试结果图 6( b)所示.
( a)腔体为大气时的温度效应测试曲线
图 6 ( b)腔体为真空时的温度效应测试曲线
从图 6( a)和图 6( b)可以看出,总体上在一定的














40 & - 100 & 的低温环境中,在这个工作区间内, 由
于温度对测量的影响, 电容值变显缓慢变化;当温度
逐渐增大时 100 & ~ 220 & ,出现一个大的线性变化
过程,在这个温度区域内,电容值基本呈线性增长趋
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